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て一度 77KにしてからTf-昇温する二通 りの方法を用いた｡ 測定には時分割X線回折装置

(DSA)を使用し,一次元カウンター (PSPC)が(1/2,-1/2,5/2)から(1/2,+1/2,

5/2)までの(1/2,E,5/2)上のプロファイルを同時に測定できるように実験での配置を工

夫した｡急冷した場合,徐冷 した場合, ともに (1ノ2,±1/2,5/2)Bragg反射の α*方向の

ピーク巾は分解能と一致しているが,急冷した場合の散乱プロファイルはb*方向に異常に広

がった巾の広いBraggピークとなること,特に液体窒素で急冷した際 77Kでは散乱強度がな

くNO2基の配向の無秩序状態は完全に凍結できることがわかった｡ 窒素ガスによる急冷法及

び液体窒素による急冷法で共にTfに達 した後,PSPCで測定された (1/2,E,5/2)の散

乱プロファイルは巾の広い (1ノ2,±1/2,5ノ2)反射から時間とともに鋭いピーク - と成長

していくことが実験的に見つかり,この時間発展に特徴的な時間として ピーク強度が飽和値の

半分になる時間 Tl/2を求めると,Tl/2はTfが低温になるほど長 くな り,柏転移点 (T2)と

Tfとの差 ATに比例することがわかったo半値巾の時間発展に関しては,得 られた全てのプ

ロファイルをsquaredLorentzian に近似して求めた結果,半値巾Tは全ての Tfで時間 tに

対 して,Il∝｢ 1/4が成立するo また, ピーク強度の時間発展の様子は,時間をTl/2 でス

ケールすることによって調べると,全てのTfにおいて,同じ曲線にのることがわかったので

この秩序化過程は普遍的関数で表わされ,いわゆるスケール則が成 り立っていると思われる｡

26.超低周波領域における磁気的揺動の観測

- グラファイ ト層間化合物 を中心 にして-

米 沢 岳 志

転移温度に近づくにつれて強磁性体などではSpin間の相関距離が無限に伸び, それに応じ

て磁化の揺 らぎが成長しその相関時間も限 り無 く長 くなる｡このような遅い揺 らぎを観測する

手段 として我々はSQUID素子とコンピュータを組み合わせた超低周波交流帯磁率測定装置を

用いて 10q3-10Hzのごく弱い交流磁場 (20-40ミリOe)に対する交流帯磁率

x･(a))- X'(a))- ix''(a)

を測定している｡ この装置を用いてグラファイ ト層間化合物 (MCl2-GICIM:Ni,Co,Mn)

やス ピングラス ((TIo.9Vo.1)203) などのランダム系,フラス トレー ト系の磁性体の交流帯
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磁率の測定を行ったところ,そのx''(Q))が低周波領域 (1Hz以下 )で周波数 Wに依存せず

一定であるという大変特徴的な結果が得 られた｡これと散逸揺動定理とより,この系で揺 らぎ

のパワースペクトルが 1/J的な振舞いを示すことになる｡
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27.W(100),Ni(110)表面吸着水素の昇温脱離

渡 辺 佳 英

昇温脱離は,固体表面に吸着させた原子が,表面の温度を上昇させた時に,単位時間にどれ

くらい放出されるかを調べるもので,表面の観測手段 として比較的古くから行れているもので

ある｡ しかし,吸着層内での吸着子間相互作用のある系に対しては,脱離のメカニズムなどに

関する知識はまだ不十分であり,脱離スペクトルの解析にも問題が残っている｡

当研究では,まず吸着 1次元系の厳密解を永井 らのモデルを含む, 2つのモデルに対 して求

めうることを示 し,続いて遷移状態の原子と化学吸着状態の原子の間に相互作用がない場合に

永井 らのモデルにより,表面吸着子系の化学ポテンシャルを求められることを示 し,その例 と

して,W(100)/H,Ni(110)/Hの解析より求めた表面吸着子系の化学ポテンシャルを示す｡

また,その結果を検討するため,モンテカルロシミュレーション計算でW(100)ノH の化学ポ

テンシャルを求めた｡

28. Siの照射誘起二次欠陥の研究

華 国 春

本研究は,大阪大学の世界最大級の超高電圧電子顕微鏡 (HU-3000)により,現在, 電子

デバイス用として一般に使用されているCz-Si試料を加速電圧 2MVで, 異なる温度,電子

線強度で照射 し,形成される照射誘起二次欠陥の挙動のその場観察からSiの点欠陥に関する
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